SP116 e
Si-Differenzfotodiode

Sie eignet sich flir Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kantenfiihrungen sowie
Weg- und Winkelabtastungen.

Transparentes Kunststoffgehduse
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Grenzwerte bei 9, = -25...70°C
min, typ. max,
Sperrgleichspannung’) Up 25 V
Verlustleistung Pirn 75 mwW
je Teilfléiche
Betriebstemperatur i 13 1+ 55 °C

Lagertemperatur Ysig ~25 4 .70 °C



Kennwerte bei &4 = 25°C

Dunkelsperrstrom’)
Eg= 01lx, Ugp = 20V

Spektrale Empfindlichkeit
% = 633 nm, Ug = 20V,

AL 0.5 < 10 nm

Integrale Empfindlichkeit")
Ug = 10V, E, = 1kix?)

Wellenldnge der max.
Empfindlichkeit

:”‘l}.o's é 10 nm, UR = 20 V,

Ry << 100 Ohm
Impulsanstiegs- und
Impulsabfallzeit’)

Up = 20V, R = 50 Ohm,
A == 850 nm

Laterale Inhomogenitat

der Fotostromempfindlichkeit

Ug = 20V

Normlichtart A
Lichtfleckdurchmesser 50 um
Obersprechen

)y bezogen auf ein Element
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